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Uso del efecto Hall cuantico como patrén de resistencia eléctrica

Hace aios que el INTI mantiene las unidades eléctricas por medio de la realizacion del
ohmy el volt. Para ello se utilizan el efecto Hall cuantico y el efecto Josephson
respectivamente.

En esta charla introduciremos el uso del efecto Hall cudntico como patrén de
resistencia eléctrica, donde la realizacién de la unidad requiere dispositivos de
sistemas bidimensionales de electrones, que resultan ser un sistema cuantico
topoldégicamente protegido [1]. Sistemas como estos resultan ser extremadamente
robustos ante cambios, ya sea de condiciones de contorno de medicién como de
propiedades del material. Por ello, el efecto Hall cuantico es de gran interés
metrolégico y también una plataforma de investigacidn a nivel mundial, con gran
actividad desde hace afios.

El instituto contaba con dispositivos realizados en otros institutos, basados en
heteroestructuras de GaAs/AlGaAs y a lo largo de los afios se han desarrollado
localmente las técnicas que nos permitieron generarlos en Argentina. Permitiendo
también desarrollar otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo sistemas de medicion
de diferencias de temperatura a temperaturas criogénicas (300 mK) y de estudio del
comportamiento del efecto Hall cuantico como sistema termoeléctrico [2 - 4].

En la charla describiré el efecto y sus propiedades, para luego comentar sobre el uso
de los dispositivos y su fabricacién. También comentaré la medicién de sus
propiedades termoeléctricas y de su uso como sensores de diferencias térmicas.
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